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六角锥状 ＺｎＯ纳米结构的生长机理、结构及光学性能

李东明１，李金华１，方　铉１，王晓华１，魏志鹏１，聂燕萍１，李春萍２

（１．长春理工大学 理学院，吉林 长春　１３００２２；　２．空军航空大学，吉林 长春　１３００２２）

摘要：利用醋酸锌［Ｚｎ（ＣＨ３ＣＯＯ）２·２Ｈ２Ｏ］和六次甲基四胺（Ｃ６Ｈ１２Ｎ４）以一定比例配置成反应溶液，通过水
热合成法制备了六角锥状ＺｎＯ纳米结构。同时，使用了扫描电子显微镜（ＳＥＭ）、Ｘ射线衍射和选区电子衍射
（ＳＡＥＤ），对样品的形貌与结构进行了分析。结果表明，样品形貌成六角锥状结构，并且在［００２］方向择优生
长。通过对样品的光学性能测试，由ＰＬ光谱分析可知，样品在３７９ｎｍ处有一个较强的紫外发光峰，并且在可
见光区域产生了一些较弱的可见光发射峰，表明制备的六角锥状 ＺｎＯ纳米结构的晶体质量不是很好。除此
之外，对六角锥状ＺｎＯ的生长机理也进行了讨论。

关　键　词：锥状ＺｎＯ；水热；生长机制；光学性能
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